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[背景・目的] 

我々は、新たな太陽電池の材料としてシリサイド半導体 BaSi2に注目している。BaSi2は 1.5 eVの光に対

して光吸収係数が 3×10４ cm-1と結晶 Siの 30倍も大きい。また、禁制帯幅は 1.3 eV と太陽電池の理想的

な値に近いため、高効率薄膜太陽電池材料として期待を寄せている[1]。さらに、少数キャリア拡散長は

アンドープ n-BaSi2で 10 µm程度で薄膜太陽電池として用いるのに十分な長さを持っている[2]。太陽電池

では、光生成キャリアをトラップする欠陥が存在すると、少数キャリア拡散長が著しく低下し、その結果

として変換効率が低下する。先行研究で Metal/n-BaSi2界面付近に Ec 0.8 eV の電子トラップがあること

が分かっている[3]。最近、n-BaSi2表面を a-Siや Baでキャップすることで少数キャリア寿命が 10μs程度

の試料が安定して形成できることが分かってきた[4]。このことから、n-BaSi2表面には再結合中心となる

欠陥準位があり、a-Siや Baのキャップによりこの欠陥が減少し、その結果少数キャリア寿命が増大した

と予想している。本研究では、表面にキャップ層を施した n-BaSi2に金属電極で Schottcky接合を形成し、

DLTS 測定により、キャップ層挿入が BaSi2の表面欠陥にどのような影響を与えるかを評価する。 

[実験] 

熱反応堆積(RDE)法と分子線エピタキシー(MBE)法を用いて試料を作製した。まず RDE 法で低抵抗 p+-

Si(111)基板(ρ＜0.01 Ω∙cm)上にエピタキシャルテンプレートを作製した。その上に Si 基板と BaSi2層の

間にトンネル接合を作るために Sbをハイドープした n+-BaSi2を、MBE 法を用いて成長した。続けてアン

ドープ n-BaSi2(厚さ 0.7 μm)を同じく MBE法で成長した。最後に表面をキャップするため a-Siを 3 nm程

度堆積した。結晶性の評価を行うため、高速反射電子線回折(RHEED)と θ-2θX 線回折を行った。 

[結果] 

アンドープ n-BaSi2 層成長終了後、RHEED がストリークパターンとなったことから試料表面は平坦であ

ると言える。図 1に成長後の θ-2θX線回折の結果を示す。また X線回折からは BaSi2(200),(400),(600)パタ

ーンが支配的であることが分かる。この二つから作製した

試料は a軸に配向したエピタキシャル膜であると言える。

今後はこの試料に金属電極を蒸着し、I-V,C-V 特性の評価

や DLTS 法による欠陥準位評価を行う。また、表面のキャ

ップを Baに変えて同様の実験を行う予定である。 
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図 1 試料の θ-2θX線回折パターン 
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